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HEMIJSKI PROCESI U SISTEMU SizN4-TiN-Y;03
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Sadrzaj - Praceni su hemijski procesiu toku termickog tretiranja
sisterna SigNy-TiN, u prisustou Y03, kao aditiva za olaksavanje
densifikacije. Utvrdeno jeda se okom termickog tretrmana oduijaju
reakeije izmedu TiO7 1 Si3Ny, kao i izmedu Y031 $i0;. Kao
produkti proe reakcije jaoljaju se novoformirani TiN i $i07,
dok se kao produkti druge reakcije javljaju pre svega Y-
silikati.

1UVOD

Za sinterovanje kompozita na bazi neoksida, kao 3to su
Si3Ng¢-TiN, potrebno je prisustvo aditiva koji ¢c olaksati
preuredenie destica i nataj nadin omoguciti densifikaciju.
U slucaju kada je aditiv oksid koji reaguje sa nekim od
komponenata u sisternu, dolazi do hemijskih promena
koje se odrafavaju na sastav te(ne faze, pa tako i na tok
procesa densifikacije, alii na osobine kompozita. U nasem
studaju koriscen je kao aditiv oksid itrijuma. Treba istadi,
da u pomenutom sistemu pored nitrida, postoje i oksidi
$i07 1 TiO; koji su uneti preko nitrida u ispitivani sistem.
Ovo su komponente, koje zajedno sa Y203 formiraju teCnu
fazu, ali koje takode medusobno reaguju, prema nadim
rezultatima. Utvrdeno je da se odvijaju reakcije izmedu
5i071Y2Oz1izmedu IO iSi3N4 koje su pradeneu zavisnost
od vremena Zarenja, koristeci rentgensku metodu.

2. EKSPERIMENTALNI RAD

Kao polazni prahovi zanasa ispitivanja koriddeni su SipN3
i TiN, proizvodnje H.C Starck-Berlin. Y,04 je dodat kao
aditiv, u koncentradiji od 10%, smesama SigN4-TiN u kojima
je sadrsaj TiN variran od 0 do 50%. Homogenizadp polaznih
smeda je vrdena u vibracionom mlinu, u vremenu od 2 h.
Izostaticki presovane tablete su sinterovane u zasipu istog
sastava, u atmosferi azota, na 1780°C, pri demu je vreme
izotermskog Zarenja varirano od 10 - 60 min. Rentgenska
metoda je kori&ena za identifikaciju novoformiranih fa-
za.

3. REZULTATII DISKUSTJA

Tokom termickog tretmana sisterna SigNg-TiN u prisustvu
YoO4 kao aditiva odvia se densifikacija koja je olak$ana
prisustvom tecne faze u &iji sastav ulaze Y203, 5i07, TiO7
i delimiéno SigNy. Tedna faza se u sistemu formira na ispod
1450°C. 51071 TiOy su u sistem uneti preko nitrida silicjuma
i titana, Sje su destice prekrivene tankim slojern oksida.
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Na osnovu podataka 0 sadrZaju kiseonika u nitridima
izratunati su sadrZaji SiO- 1 TiOp i oni iznose 3 41 25%
respektivno.

Rentgenostruktumna analiza termicki tretiranih uzoraka
detektovala je na povrsini uzoraka prisustvo SigNg,
TiNi Ysilikate, ali u nekim slutajevima i N-apatit. Sadryaj
Y-silikata raste (s!.1) sa porastom vremena izoterms! ;

zarenja, ali i sa opadanjem sadrzaja TiN u kom- 77 %"
pozitima.
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S1.1. Intenzitet difrukcionih linija Y-silikta u
zavisnosti od vremena i sadrZaja TIN
Takode je zapaZeno da se sa porastom sadrZaa TiNsastav

silikata menja (s1.2). Naime u uzordmasa 15% TiNdominira "~
Y7SipO; dok kod uzoraka sa 40% TiN formirani Y-silikat

ima sledecu formulu Y58i05.
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(b)
S1.2. Rentgenogrami uzoraka sa 15 (a) i 40% (b) TiN

v? primecano je dasa porastom vremena izotermskog
2aren)a lazi do porasta intenziteta difrakcionih linija
TiN i opadanija intenziteta linija Si3Ny (s1.3).

U spradenim uzorcima, pak intenziteti difrakcionih linija
SigNg (200) su jadi nego na povriini, dok su intenziteti
difrakeionih linija TilN (200), slabiji nego na povr3ini uzo-
raka.
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St.3. Difraktogrami uzoraka sa 40% TiN, Zarendh (a) 10 1
(b) 60 min.

Pored ovih faza, detektovane su difrakdone linie
TiyOy_« &iji intenzitet opada sa porastom vremena izotermskog
= Zarenja (sl.4).

Rezultati na sl. 3i 4 ukazuju na odvijanje reakdije

ITiO; + SigNg — 3TiN +35i05 + 1/2Np 1)

~ &me se moZe objasniti porast intenziteta linija TIN i opadanje
 Intenziteta difrakcionih linija SigNy4 sa produZenjem vremena
: Whermskogzarmp,Sdmgestmne porast sadriaj Y-silikata
§a produZenjem vremena i izotertrskog Zarenja (sl.1) ukazuje
na to da postoji dodatni izvor SiO4 za odvijanje reakdje
52 Y705 kojim se formiraju silikati itrijurma. Odvijanje reakdie
(1) kofa kao reakdioni produkat dae SiO cbjpsnjava rezultate
na sl.1. Naime, novoformirani $iO; stupa u reakciju sa
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S1.4. Relationi intenzitet linifa Ti, O, u zavisnosti od
vremena izotermskog Zarenja, u sprasentm uzorcima

Y3 8o dovodli do porasta sadrfap Y-silikata sa produZenem
vremena izotermskog Zarenja.

Sa porastom sadrzaja TiN nitrida formira se Y-silikat
&j sastav je bogatijfi na Y,O3. Naime, YSiy07 e detektovan
uuzorcima sa 15% TiN, dok je Y5505 detektovan y uzordima
sa 50% TiN. Razlog za formiranje ovakvih reakcionih
produkata je opadanje koncentracije SiO», 4. porast
koncentradije Y203 sa porastom sadrZaja TiN. Takode
je i koli¢ina reakdonog produkta Y-silikata (sl.1) veca
u uzorcima sa niZim sadrZajem TilN.

Navedeno je da su intenziteti difrakcionih linija TiN
jadi na povrini uzoraka nego u njihovoj unutradnjosti,
odnosno da su intenziteti difrekcionih linija SisN4 slabiji
na povriini uzoraka nego u njihovoj unutradnjosti. Ovi
rezultati (s15) zajedno sa rezultatima na s13 i 4, pokazuju
da se reakdija (1) odvija brZe na povrsini uzoraka.
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S1.5. Relatiord intenziteti difrakcionih linja SisNg i TiN
na povrsini 1 u masi uzoraka, zavisno od sadriaja TIN
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TermiZko tretizanje yzoraka vrieno je u atmosferi azota
u zasipu istog sastava. Rentgenostrukiurnom analizom
zasipa, utvrdene su sledece faze TiN, SigNg i Tiy Og , Sto
ukazui ng odvijanie reakciie (1)1 u samom zasipu. Shodno
ovimn remtatimma veda brzina reakcije (1) na povriin uzoraka
posledica je olakdanog pristupa azota, povrsini uzoraka,
s obzirorn da je azot prisutan u atmosferi pedi, ali je i jdan
od produkata reakgije (1). Prisustvo azota ubrzava nestajane
TixO7.x 2 povrsine sobzirom da postoje usiovi za odvipng
reakdije izmedu oksida titana i azota {2}, u kojoj nastaje
TiN.To g raziog 3o je koncentradja TIN povedana na povrdini
svih ispitivanih uzoraka, u odnosu na njihovu masu.

4. ZAXLJUCAK

Pradene su reakcije izmedu §i0; i Y703 kao i izmedu
TiO7 i SigN4, 1780°C, u sisternu SisN4-TiN sa dodatkom
Y2O3. Formiranje novih faza pradeno u zavisnosti od sastava
i vremena izotermskog Zarenja. Utvrdero je:

- da se reakcijom izmedu Y504 1 SiO; formiraju Y-silikati,
&ija koliCina raste sa porastom vremena Zarenja kao isa
opadanjern koncentracije TiN u kompozitnoj smesi,

- da se reakcipom izmedu TiOy i Si3Ny4 detektuje
novoformirani TiN kao produkat reakcije,

- novoformirani 5i0, se ne detektuje, on stupa u reakciju
sa Y703,

- reakcija izmedu TiO; i SigNg se odvija brze na povrSini
uzoraka zahvaljujud prisustvu azota iz atmosfere pedi kao
i onog azota koji se formira reakcijom izmedu TiO; i
SigNyg-
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Abstract - Chemical reactions during thermal treatment
of SigNg-TiN system in the presence of yttria, were studied.
it was found that during heating, one chemical reaction
between TiO; and SigNy and the other one between Y703
and SiO9 took place. As a reaction products of the first
reaction newly formed TilN and SiO, were detected, while

Y -silicates were found as the reaction products of second
reaction.
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